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１．概要（Summary） 

Co 基ホイスラー合金 Co2YZ (Y は遷移金属元素，Z

は主族元素)はそのいくつかがハーフメタルであるこ

とが理論的に指摘され，また，強磁性転移温度が室温

よりも十分高いことから，スピントロニクスデバイス

の有望な電極材料として注目されている．これらのハ

ーフメタル特性を十分に活用するためには，非化学量

論的組成に伴う欠陥の影響を明らかにすることが重

要である．我々は，これまで，Co2MnSi や Co2MnFeSi

を電極とした強磁性トンネル接合(MTJ)において，Mn

組成が化学量論的組成より過剰な領域でトンネル磁

気抵抗(TMR)比が増大することを実験的に見出し，こ

れが，Co 原子が Mn サイトを置換する構造欠陥（CoMn

アンチサイト）を抑制することで生じることを明らか

にした[1,2]．本研究の目的は，Mn リッチの Co2MnSi

薄膜を膜面垂直通電型巨大磁気抵抗(CPP-GMR)素子

に応用することの有効性を明らかにすることである．

そのため，Mn 組成を系統的に変化させた，

Co2MnSi0.82/CoFe (1.1 nm)/Ag/CoFe (1.1 nm)/ 

Co2MnSi0.82 構造を有する CPP-GMR 素子を作製し，

その MR 比の Mn 組成依存性を評価した．  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム露光装置(ELS-7000HM, ELS-

F125-U)，反応性イオンエッチング装置(RIE-10NRV) 

【実験方法】 

電子ビーム露光装置および反応性イオンエッチン

グ装置を用い，接合面積が 70 × 120 nm2 ～ 400 × 640 

nm2 の GMR 素子に加工し，その MR 特性を評価し

た．  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

試作した素子に対する MR 比の Mn 組成依存性を

Fig. 1 に示す． Mn 組成が化学量論的組成よりも過剰

な領域にて MR 比の増大が観測された．このことは，

GMR 構造においても Mnリッチによる CoMnアンチサ

イトの抑制によるハーフメタル性の増強が確認され

たことを意味し，本手法が MTJ 同様，GMR において

も有効であることがわかった． 
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Fig. 1. MR ratios at 290K for Co2MnSi-based GMR 
devices as a function of the film composition α in 
Co2MnαSi0.82 electrodes.
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